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(54) 원소 구리에 필적하는 실온 전기 저항률을 갖는 화합물 및 그 제조 방법

요약

본 발명은 실온에서 보통 낮은 전기 저항률을 나타내는 새로운 화합물에 관한 것이다. 특히, 화학량론 
구리 게르마나이드 (Cu3Ge)화합에 적어도 1∼15원자%의 갈륨 및/또는 최소한 1∼15원자%의 금을 사용함으

로써 원소 구리에 필적하는 실온 저항률을 달성할뿐만 아니라, 고온에서 공기 또는 산소에의 노출시에도 
뛰어난 화학적 및 전자적 안정도를 갖는 것으로 알려졌다. 더욱이, 본 발명의 화합물은 종종 반도체 디
바이스 특성을 저하시키는 원인이 되는, 원소 및 화합물 반도체들 내로의 구리 확산과 관련된 어떠한 문
제도 일으키지 않는다. 이외에도, 본 발명은 앞에서 언급한 새로운 화합물을 제조하는 방법에 관한 것이
다.

대표도

도1

명세서

  [발명의 명칭]

원소 구리에 필적하는 실온 전기 저항률을 갖는 화합물 및 그 제조 방법

  [도면의 간단한 설명]

제1도는 본 발명의 방법에 사용되는 전형적인 장치를 도시하는 개략도.

제2도는 상부에 Ge층이 피착되어 있으며, 어닐링 이전에 본 발명의 연속 피착 방법을사용하여 Ga층 및 
Cu층이 피착되어 있는 반도체 기판의 개략 단면도.

제5도는 a)1-2원자%의 Ga가 함유되는 Cu3Ge 기판, 및 b)Au와 Ga의 혼합물이 함유된 Cu3Ge기판에 있어서 
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저항률 대 온도에 관한 그래프.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음.

(57) 청구의 범위

청구항 1 

1 내지 15원자%의 Ga 및/또는 Au를 함유하는 화학량론 Cu3Ge의 본체를 포함하여 실온에서 낮은 저항률을 

갖는 것을 특징으로 하는 높은 산화 저항 화합물.

청구항 2 

제1항에 있어서, 상기 화학량론 Cu3Ge본체가 1 내지 5원자%의 Ga 및/또는 Au을 함유하는 것을 특징으로 

하는 높은 산화 저항 화합물.

청구항 3 

제1항에 있어서, 상기 화학량론 Cu3Ge본체가 1 내지 3원자%의 Ga 및/또는 Au을 함유하는 것을 특징으로 

하는 높은 산화 저항 화합물.

청구항 4 

제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 화학량론 Cu3Ge본체가 Ga를 함유하는 것을 특징으로 하

는 높은 산화 저항 화합물.

청구항 5 

제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 화학량론 Cu3Ge본체가 Au를 함유하는 것을 특징으로 하

는 높은 산화 저항 화합물.

청구항 6 

제1항에 있어서, 실온에서 상기 화합물의 저항률이 약 2.6 내지 약 2.9μΩ·cm인 것을 특징으로 하는 
높은 산화 저항 화합물.

청구항 7 

높은 산화 저항 화합물을 제조하기 위한 방법에 있어서, (a)상부에 Ge층이 피착되어 있는 반도체 기판을 
제조하는 단계 : (b)Ga, Au 그리고 Ga와 Au의 혼합물로 이루어진 그룹으로부터 선택된 물질층을 상기 기
판 위에 피착시키는 단계 : (c)상기 물질층 위에 Cu층을 피착시키는 단계 : 및 (d)상기 물질을 함유한 
화학량론 Cu3Ge를 생성하기 위해서 약 15분 내지 약 3시간 동안 약 150℃ 내지 약 500℃범위의 온도로 상

기 기판과 물질층들을 어닐링시키는단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 높은 산화 저항 화합물 제조 방
법.

청구항 8 

제7항에 있어서, 상기 기판과 물질층들을 어닐링시키는 상기 단계가 약 30분 동안 400℃의 온도에서 실
행되는 것을 특징으로 하는 높은 산화 저항 화합물 제조 방법.

청구항 9 

제7항에 있어서, 상기 물질이 상기 화합물의 약 1 내지 15원자%의 양의 Ga를 포함하는 것을 특징으로 하
는 높은 산화 저항 화합물 제조 방법.

청구항 10 

제9항에 있어서, 상기 물질이 상기 화합물의 약 1 내지 5원자%의 양의 Ga를 포함하는 것을 특징으로 하
는 높은 산화 저항 화합물 제조 방법.

청구항 11 

제10항에 있어서, 상기 물질이 상기 화합물의 약 1 내지 3원자%의 양의 Ga를 포함하는 것을 특징으로 하
는 높은 산화 저항 화합물 제조 방법.

청구항 12 

제7항에 있어서, 상기 물질이 상기 화합물의 약 1 내지 15원자%의 양의 Au를 포함하는 것을 특징으로 하
는 높은 산화 저항 화합물 제조 방법.

청구항 13 

제12항에 있어서, 상기 물질이 상기 화합물의 약 1 내지 5원자%의 양의 Au를 포함하는 것을 특징으로 하
는 높은 산화 저항 화합물 제조 방법.
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청구항 14 

제13항에 있어서, 상기 물질이 상기 화합물의 약 1 내지 2원자%의 양의 Au를 포함하는 것을 특징으로 하
는 높은 산화 저항 화합물 제조 방법.

청구항 15 

제7항에 있어서, 상기 물질이 상기 화합물의 약 1 내지 15원자%의 양의 Ga와 Au를 포함하는 것을 특징으
로 하는 높은 산화 저항 화합물 제조 방법.

청구항 16 

제15항에 있어서, 상기 물질이 상기 화합물의 약 1 내지 5원자%의 양의 Ga와 Au를 포함하는 것을 특징으
로 하는 높은 산화 저항 화합물 제조 방법.

청구항 17 

제16항에 있어서, 상기 물질이 상기 화합물의 약 1 내지 3원자%의 양의 Ga와 Au를 포함하는 것을 특징으
로 하는 높은 산화 저항 화합물 제조 방법.

청구항 18 

제7항에 있어서, 상기 물질이 상기 층이 1500 내지 약 2000Å의 막 두께로 피착되는 것을 특징으로 하는 
높은 산화 저항 화합물 제조 방법.

청구항 19 

제7항에 있어서, 상기 기판 위에 피착된 상기 물질의 층이 E-비임 증착, 스퍼터링 또는 보트(boat)층착
에 의해 피착되는 것을 특징으로 하는 높은 산화 저항 화합물 제조 방법.

청구항 20 

제7항에 있어서, 상기 높은 산화 저항 화합물이 180°K에서 약 2.6 내지 약 2.9μΩ·cm의 전기 저항를 
값을 갖는 것을 특징으로 하는 높은 산화 저항 화합물 제조 방법.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면

    도면1
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